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sodass der Innenraum (9) der Druckkammer (7)
unter Uberdruck gesetzt und so die Ziindspannung
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Kontaktflachen (1, 2) hdéher ist, als die maximal
anzulegende Prifspannung. Die Druckkammer (7)
ist mit einer Nadelkarte (12) mit Kontaktnadeln (3)
verbunden. Die Druckkammer (7) besitzt einen
beweglichen Teil (13), der relativ zu den der
Nadelkarte (12) verbundenen Teilen (11 und 11') der
Druckkammer (7) beweglich ist. Der als
Ringdichtung ausgebildete bewegliche Teil (13) der
Druckkammer (7) wird durch ein Luftlager im Spalt
(14) zwischen der Druckkammer (7) und der
Halbleiterscheibe (5) dichtend im Abstand von der
Oberflache der Halbleiterscheibe (5) gehalten, wobei
zwischen dem mit der Nadelkarte (12) verbundenem
Teil (11') der Druckkammer (7) und dem
beweglichen Teil (13) der Druckkammer (7)
wenigstens eine Feder vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Hochspannungsprifen von Halbleiterbau-
elementen mit den Merkmalen des einleitenden Teils von Anspruch 1.

[0002] Im Rahmen der Erfindung in Betracht gezogen sind sowohl Halbleiterbauelemente (in
der weiteren Folge als "Chip" bezeichnet), die noch nicht aus Halbleiterscheiben entfernt (her-
ausgebrochen) sind, als auch bereits aus Halbleiterscheiben herausgetrennte, vereinzelte
Chips.

[0003] Beim elektrischen Prifen von Halbleiterbauelementen werden Hochspannungsbauele-
mente, wie z.B. Hochspannungstransistoren, IGBT's oder Dioden, durch Anlegen von Hoch-
spannung auf ihre Spannungsfestigkeit geprift. Dabei werden die Chips, die noch nicht in ein
Gehause eingebaut sind und sich beispielsweise noch aneinander liegend (noch nicht verein-
zelt) in einer Halbleiterscheibe befinden, tber Priifkontakie an den Kontaktflachen der Chipvor-
derseite bzw. eine leitfahige Tragerplatte auf der Chipriickseite mit elektrischer Hochspannung
beaufschlagt und die elektrischen Eigenschaften, wie z.B. der Leckstrom bei gesperrtem Bau-
element, gemessen.

[0004] Bei diesem Prifen kdnnen abhangig von der Chipgeometrie und der Hdhe der
Prifspannung zwischen Kontaktflachen am Chip so hohe elektrische Feldstérken auftreten,
dass es zu unerwilnschten (Funken-)Uberschlagen zwischen Kontakiflaichen und (ber die
Atmosphare (Luft) kommt. Die neben dem zu priifenden, kontaktierten Chip liegenden, weiteren
Chips auf einer Halbleiterscheibe werden auf der Chipvorderseite blicherweise nicht kontak-
tiert, sodass bei diesen auch keine Funkeniberschldge auftreten.

[0005] Aus der AT 412 175 B ist eine Anordnung bekannt, mit der Funkeniberschlage beim
Hochspannungspriifen vermieden werden kdnnen, indem die Messung unter erhdhtem Gas-
druck ausgefihrt wird. Die AT 412 175 B nitzt den Umstand aus, dass die Uberschlagsfeldstér-
ke vom Gasdruck abhangt, wobei die Zindspannung des Funkens mit steigendem Gasdruck
zunimmt. Bei der aus der AT 412 175 B bekannten Vorrichtung wird der mit Hochspannung
beaufschlagte Chip wahrend des Messvorganges als Ganzes oder teilweise, wenigstens in den
Uberschlagsgeféhrdeten Bereichen einem erhdhten Gasdruck (beispielsweise erhdhter Luft-
druck) ausgesetzt. Bei genigend hohem Gasdruck kann die Ziindspannung des Funkeniiber-
schlages uber die maximal am Prifling anliegende Testspannung erhéht und Uberschlage am
Chip kdnnen wirkungsvoll unterdriickt werden. Bei der AT 412 175 B wird eine Druckkammer
verwendet, die auf das zu prifende Halbleiterbauelement (z.B. den Chip) aufgesetzt wird. Die
einseitig offene Druckkammer wird durch Aufsetzen auf das Halbleiterbauelement geschlossen
und in der Druckkammer Uber eine Druckgaszufihrung Gber dem Prifling Uberdruck aufgebaut.

[0006] Das elekirische Kontaktieren des Priflings erfolgt in der Regel Uber federnde Kontakt-
nadeln ("probes"), die fir gewdhnlich auf einer Leiterplatte zum Zuflihren der elektrischen Sig-
nale montiert sind. Eine solche Kontaktiervorrichtung wird auch als Nadelkarte ("probe card")
bezeichnet. Die in der AT 412 175 B allgemein angesprochene Kombination einer Nadelkarte
mit einer Druckkammer in einer Anordnung zum Hochspannungsprifen von Halbleiterbauele-
menten ist insofern technisch anspruchsvoll, als einerseits die Prifkontakte mit Kontaktzustel-
lungen von wenigen 10 um (typischerweise etwa 75um) an die Kontaktflachen des Halbleiter-
bauelementes gedrickt werden, und weiters die Druckkammer genau an das Halbleiterbauele-
ment herangeflhrt werden muss, um ein hinreichend sicheres Abdichten zwischen Halbleiter-
bauelement und Druckkammer zu erreichen.

[0007] Durch Verschlei3 der Prifspitzen beim Serienpriifen von Halbleiterbauelementen wird
eine einmal gewahlte Position bald veréndert, sodass die Druckkammer schon vor den Kontakt-
spitzen auf dem Halbleiterbauelement aufgesetzt wird und schlussendlich der elektrische Kon-
takt zu den Kontaktspitzen wegen zu geringem Anpressdruck der Kontaktspitzen mangelhaft
wird. In vielen Fallen ist auch eine Berthrung zwischen Druckkammer und Halbleiterbauelement
nicht erwinscht, da es wegen im Bereich der Beruhrungsflache zwischen Druckkammer und
Halbleiterbauelement vorhandenen Verunreinigungen (z.B. Partikel, die von Halbleiterschei-
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benbriichen herriihren kénnen) zu Beschédigungen des Halbleiterbauelementes (Chip), ganz
gleich ob dieser schon aus der Halbleiterscheibe herausgetrennt worden ist oder nicht, kommen
kann.

[0008] Eine gattungsgeméBe Vorrichtung ist aus der DE 10 2006 018 474 A1 bekannt.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung, wie sie aus der AT 412 175
B bekannt und vorstehend beschrieben ist, so weiter zu gestalten, dass eine Kombination von
Druckkammer mit einer Nadelkarte in vorteilhafter Weise méglich ist.

[0010] Gelbst wird diese Aufgabe erfindungsgemaB mit einer Vorrichtung, welche die Merkmale
von Anspruch 1 aufweist.

[0011] Bevorzugte und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unter-
anspriiche.

[0012] Die Druckkammer, die mit einer Nadelkarte kombiniert ist, weist wenigstens einen mit
der Nadelkarte verbundenen und gegeniber dieser nicht beweglichen Teil und wenigstens
einen senkrecht zur Ebene der Nadelkarte relativ zur Nadelkarte beweglichen, als Ringdichtung
dienenden Teil auf. So kann die Druckkammer beim Zustellen der Kontakte der Nadelkarte mit
ihrem (wenigstens einen) beweglichen Teil Bewegungen des Halbleiterbauelementes (Chip
oder Halbleiterscheibe) folgen.

[0013] ErfindungsgemanB ist zwischen der der Halbleiterscheibe zugekehrten Stirnflache des
beweglichen Teils der Druckkammer und der Halbleiterscheibe ein Spalt, in dem ein Luftlager
ausgebildet ist, vorgesehen, wobei der bewegliche Teil als Ringdichtung ausgebildet ist und
wobei zwischen dem mit der Nadelkarte verbundenem Teil der Druckkammer und dem bewegli-
chen Teil der Druckkammer wenigstens eine Feder vorgesehen ist.

[0014] Auf diese Weise wird der bewegliche Teil der Druckkammer (Ringdichtung) schwebend
Uber der Oberflache des Halbleiterbauelementes (Halbleiterscheibe oder Chip) gehalten. Gas-
lager, wie sie hier verwendet werden, haben die Eigenschaft bei enger werdendem Spalt hohe
Lagerkrafte aufzubauen und damit einem (weiteren) Verengen des Spaltes entgegenzuwirken.
Damit kénnen Berlhrungen zwischen der Ringdichtung und der Oberflache des Halbleiterbau-
elementes (Wafer-Oberfache) und somit das Risiko von Beschadigungen des Halbleiterbau-
elementes mit Zuverlassigkeit vermieden werden.

[0015] Die bewegliche Ringdichtung, also der wenigstens eine bewegliche Teil der Druckkam-
mer der Vorrichtung gemaB der vorliegenden Erfindung, kann Anderungen bei der Kontaktzu-
stellung folgen und auch einen VerschleiB3 der Kontakte der Priifnadeln ausgleichen. So ist stets
eine fur das VerschlieBen der Druckkammer gegeniiber dem Halbleiterbauelement richtige
Lage mdglich.

[0016] In einer Ausflihrungsform der Erfindung wird der bewegliche Teil (Ringdichtung) der
Druckkammer durch Federn in die Richtung auf das Halbleiterbauelement, auf das die Druck-
kammer anzulegen ist, hin belastet und so eine Abdichtung zwischen Druckkammer und Halb-
leiterbauelement zuverladssig hergestellt. Man hat es in der Hand, die Gefahr des Beschadigens
der Halbleiterscheibe oder des Chips durch Partikel (siehe oben), durch entsprechende Wahl
der Federkraft der verwendeten Feder zu verringern.

[0017] In einer weiteren Ausflhrungsform der Vorrichtung gemaB der Erfindung ist sicherge-
stellt, dass der Solldruck in der Druckkammer vor Beginn der Hochspannungsprifung aufge-
baut ist. So wird zuverldssig vermieden, dass es zu Funkeniberschldagen kommt, die unter
Umstanden unbemerkt bleiben und ein Risiko fur einen spateren Ausfall des Halbleiterbauele-
mentes bedeuten kénnen. Um den Druckaufbau in der Druckkammer zu Uberwachen, kann der
erfindungsgemaBen Vorrichtung, insbesondere ihrer Druckkammer, ein elekirischer Druck-
sensor oder Druckschalter zugeordnet sein, der den Druck im Innenraum der Druckkammer
Uberwacht und bei Nichterreichen eines Mindestdruckes verhindert, dass an das zu prifende
Halbleiterbauelement Hochspannung angelegt wird. Ein solcher Drucksensor oder Druckschal-
ter kann entweder direkt in die Druckkammer eingebaut sein. In einer anderen Ausfihrungsform
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kann der Drucksensor oder Druckschalter Uber eine aus der Druckkammer herausgefihrte
Leitung mit dem Innenraum der Druckkammer in Verbindung stehen. SchlieBlich besteht im
Rahmen der Erfindung die Méglichkeit den Drucksensor oder Druckschalter in der Zuleitung,
Uber die Druckgas (Druckluft) in die Druckkammer geleitet wird, anzuordnen, sodass auch hier
das Nichterreichen eines Solldruckes oder aber ein Druckabfall in der Druckkammer erfasst
werden kann.

[0018] Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der nachstehenden
Beschreibung bevorzugter an Hand der schematisch dargestellten Ausfihrungsbeispiele. Es
zeigen:

[0019] Fig. 1 eine Vorrichtung der gattungsgemaBen Art, wie sie aus der AT 412 175 B be-
kannt ist,

[0020] Fig. 2 schematisch das Problem, das mit der Erfindung geldst wird,
[0021] Fig. 3 eine gattungsgemaBe Ausfiihrungsform einer Vorrichtung und
[0022] Fig. 4 eine Ausfiihrungsform einer erfindungsgeméaBen Vorrichtung.

[0023] Bei der (bekannten) Vorrichtung gemaB Fig. 1 ist eine Halbleiterscheibe 5 vorgesehen,
in der mehrere Chips 10 vorgesehen, aber von dieser Halbleiterscheibe 5 noch nicht getrennt,
also noch nicht herausgebrochen worden sind. Jeder Chip 10 hat in Fig. 1 schematisiert darge-
stellt, Kontaktflachen 1 und 2. Um den Chip 10 zu prifen, wird Gber eine Prifnadel 3, die an die
Kontaktflache 1 des Chips angelegt wird, einerseits und (ber eine elektrische Kontaktierung 4
auf der Chipriickseite und eine sich in der Chipstruktur befindliche, elektrisch leitfahige Verbin-
dung anderseits, eine Prifspannung angelegt, indem Uber die Prifnadel 3 und die Kontaktie-
rung 4 elektrische Hochspannung angelegt wird.

[0024] Wenn Hochspannung angelegt wird, kann es abhéngig von der Chipgeometrie und der
Hbhe der Prifspannung zwischen den Kontaktflachen 1 und 2, wie in Fig. 2 angedeutet, zu
unerwinschten Funkenlberschlagen 6 zwischen Kontaktflachen 1 und 2 Gber die Atmosphére
(Luft) kommen.

[0025] In anderen Messanordnungen kann die Hochspannung zum Zwecke des Priifens Gber
Kontaktnadeln 3, 3' ausschlieBlich an die Oberseite des Chips angelegt werden (wie z.B. in Fig.
3 gezeigt). Hierbei treten hohe Feldstarken und damit die Gefahr von Funkenlberschlagen nicht
nur zwischen Kontaktflachen 1, 2 des Chips, sondern auch zwischen den Kontaktnadeln 3, 3'
selbst auf. Da sich bei einer Ausfihrungsform der Erfindung die Bereiche (z.B. Spitzen) der
Kontaktnadeln 3, 3' innerhalb der erfindungsgemaB vorgesehenen Druckkammer 7 befinden,
lassen sich mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung auch Funkenlberschlage zwischen den
Nadeln verhindern.

[0026] Bei der aus der AT 412 175 B bekannten Vorrichtung wird tber den zu prifenden Be-
reich der Halbleiterscheibe 5 (den zu priufenden Chip 10 in dieser) eine Druckkammer 7 in
Stellung gebracht, deren Innenraum 9 Uber eine Druckgaszufihrung 8 mit Druck beaufschlagt
wird. Die Druckkammer 7 ist zur Chipoberflache hin offen. Nach dem Aufsetzen der Druckkam-
mer 7 auf die Halbleiterscheibe 5 wird Gber die Druckgaszufiinrung 8 im Innenraum 9 der
Druckkammer 7 oberhalb des Chips 10 Uberdruck aufgebaut.

[0027] Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausfihrungsform einer Vorrichtung besteht die Druckkammer
7 aus zwei mit der Nadelkarte 12 fix verbundenen Teilen 11 und 11', wobei die Teile 11 und 11'
an einander gegenuberliegenden Seiten der Nadelkarte 12 angeordnet sind. In dem auf der,
bezogen auf die zu prifende Halbleiterscheibe 5 abgekehrten Seite der Nadelkarte 12 ange-
ordneten Teil 11 der Druckkammer 7, ist eine Gaszuflihrung 8 fiir die Druckkammer 7, die in
den Innenraum 9 der Druckkammer 7 miindet, vorgesehen. Der an der der Halbleiterscheibe 5
zugekehrten Seite der Nadelkarte 12 angeordnete Teil 11' der Druckkammer 7 ist an der Nadel-
karte 12 Uber einen Ring 15 aus elektrisch isolierendem Werkstoff befestigt. Durch den Ring 15
aus elektrisch isolierendem Werkstoff sind die Prifnadeln 3 und 3' zum elektrischen Kontaktie-
ren des Chips 10, der im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel noch in der Halbleiterscheibe 5 ist, also
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aus dieser nicht herausgebrochen worden ist, geflhrt.

[0028] Die Druckkammer 7 besitzt in der in Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsform weiters wenigs-
tens einen ringférmigen Teil 13, der in Richtung des Doppelpfeiles 16, gegentber dem mit der
Nadelkarte 12 verbundenen Teilen 11 und 11' der Druckkammer 7, also im Wesentlichen senk-
recht zur Ebene der Halbleiterscheibe 5 und der Nadelkarte 12 verstellbar ist. Zwischen dem
Teil 11' der Druckkammer 7, der auf der der Halbleiterscheibe 5 zugekehrten Seite der Nadel-
karte 12 angeordnet ist, und dem beweglichen Teil 13 der Druckkammer 7 ist (wenigstens) eine
(nicht gezeigte) Feder vorgesehen, die den als Ringdichtung dienenden Teil 13 der Druckkam-
mer 7 in Richtung auf die Halbleiterscheibe 5 hin belastet.

[0029] Bei der in Fig. 4 gezeigten Ausfiihrungsform einer erfindungsgemaBen Vorrichtung ist im
Spalt 14 zwischen dem beweglichen Teil 13 und der Halbleiterscheibe 5 ein Luftlager ausgebil-
det, das dadurch gebildet wird, dass Druckluft durch den Spalt 14 zwischen dem beweglichen
Teil 13 und der Oberseite der Halbleiterscheibe 5 austritt. Durch dieses Luftlager wird, wie oben
erlautert, erreicht, dass der ringférmige Teil 13 dichtend aber im Abstand von der Oberseite der
Halbleiterscheibe 5 gehalten wird. Das Luftlager im Spalt 14 wird Gber einen ringférmigen Kanal
19 (radial nach innen offene Nut im Teil 13) und achsparallele Kanédle 18 mit Druckluft beauf-
schlagt. Die Kanale 18 munden in, z.B. kreisrunden, Vertiefungen in der der Halbleiterscheibe 5
zugewendeten, kreisringférmigen Stirnflache des beweglichen Teils 13. Diese Vertiefungen sind
beispielsweise Uber die Stirnflache des Teiles 13 gleichméaBig verteilt angeordnet. Die Druckluft
kann dem Innenraum 9 der Druckkammer 7 entnommen oder Uber gesonderte (nicht gezeigte
Leitungen) dem Kanal 19 zugefiihrt werden.

[0030] Bei der in Fig. 3 und bei der in Fig. 4 gezeigten Ausfiihrungsform der Vorrichtung ist dem
Innenraum 9 der Druckkammer 7 ein Drucksensor 17 (symbolisiert dargestellt) zugeordnet. Wie
bereits oben erwéhnt, kann der Drucksensor 17 auch Uber eine Leitung mit dem Innenraum 9
der Druckkammer 7 verbunden sein. Der Drucksensor 17 (oder ein sinngemaB wirkender
Druckschalter) kann aber auch der Gaszufihrung 8 zugeordnet sein. Wesentlich ist, dass der
Drucksensor 17 oder Druckschalter den Druck im Innenraum 9 der Druckkammer 7 erfasst und
das Anlegen der Prifspannung erst erlaubt, wenn der vorgeschriebene Mindestdruck, der hin-
reicht bei der Prifspannung, Funkeniberschlage 6 (Fig. 2)zu verhindern, erreicht ist.

[0031] Das Uberwachen des Druckes in dem Innenraum 9 der Druckkammer 7 mit Hilfe eines
Drucksensor 17 oder eines Druckschalters, ist insbesondere beim Verwenden der erfindungs-
gemaBen Vorrichtung beim automatisierten Prifen hoher Stlckzahlen von Halbleiterbauele-
menten vorteilhaft, da jedenfalls sichergestellt ist, dass der Solldruck vor Beginn der Hochspan-
nungsprifung in der Druckkammer 7 immer auch tatséchlich aufgebaut worden ist.

[0032] Im Rahmen der Erfindung ist auch eine Ausflhrungsform der Vorrichtung in Betracht
gezogen, bei der an einer Nadelkarte 12 mehr als eine Druckkammer 7 mit beweglichem Teil 13
(Ringdichtung) angeordnet sind.

[0033] Mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung ist es méglich ein einzelnes Halbleiterbauele-
ment (Chip 10) oder zugleich zwei oder mehrere Halbleiterbauelemente einer Hochspannungs-
prifung zu unterziehen.

[0034] Zusammenfassend kann ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung wie folgt beschrieben
werden.

[0035] Eine Vorrichtung zum Vermeiden von Funkeniberschldgen beim Hochspannungsprifen
von Halbleiterbauelementen (Chips 10) auf Halbleiterscheiben 5 umfasst eine der Halbleiter-
scheibe 5 dichtend zustellbare Druckkammer 7 mit einer Druckgaszufiihrung 8, sodass der
Innenraum 9 der Druckkammer 7 unter Uberdruck gesetzt und so die Ziindspannung flr einen
Funkeniberschlag zwischen Kontaktflachen 1, 2 héher ist, als die maximal anzulegende
Prifspannung. Die Druckkammer 7 ist mit einer Nadelkarte 12 mit Kontaktnadeln 3 verbunden.
Die Druckkammer 7 besitzt einen beweglichen Teil 13, der relativ zu den der Nadelkarte 12
verbundenen Teilen 11 und 11" der Druckkammer 7 beweglich ist. Der als Ringdichtung ausge-
bildete bewegliche Teil 13 der Druckkammer 7 wird durch ein Luftlager im Spalt 14 zwischen
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der Druckkammer 7 und der Halbleiterscheibe 5 dichtend im Abstand von der Oberflache der
Halbleiterscheibe 5 gehalten, wobei zwischen dem mit der Nadelkarte 12 verbundenem Teil 11'
der Druckkammer 7 und dem beweglichen Teil 13 der Druckkammer 7 wenigstens eine Feder
vorgesehen ist.

Patentanspriche

1. Vorrichtung zum elektrischen Hochspannungsprifen von einem, zwei oder mehreren Halb-
leiterbauelementen (5) umfassend eine Druckkammer (7) deren Innenraum (9) Uber eine
Druckgasleitung (8) unter Uberdruck gesetzt werden kann, wobei die Druckkammer (7) an
einer Nadelkarte (12) mit Prifnadeln (3) angeordnet ist, und dass die Druckkammer (7)
wenigstens einen Teil (13) aufweist, der relativ zur Nadelkarte (12) beweglich ist, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen der der Halbleiterscheibe (5) zugekehrten Stirnflache des
beweglichen Teils (13) der Druckkammer (7) und der Halbleiterscheibe (5) ein Spalt (14), in
dem ein Luftlager ausgebildet ist, vorgesehen ist, dass der bewegliche Teil (13) als Ring-
dichtung ausgebildet ist und dass zwischen dem mit der Nadelkarte (12) verbundenem Teil
(11") der Druckkammer (7) und dem beweglichen Teil (13) der Druckkammer (7) wenigs-
tens eine Feder vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil 13 der Druckkam-
mer (7) im Wesentlichen senkrecht zur Ebene der Nadelkarte (12) bzw. des zu prifenden
Halbleiterbauelementes (5) beweglich ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der mit der Nadel-
karte (12) verbundene Teil der Druckkammer (7) zwei Teile (11 und 11') aufweist, die auf
einander gegenliberliegenden Seiten der Nadelkarte (12) angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der an der
dem zu prifenden Halbleiterbauelement (5) zugewendeten Seite der Nadelkarte (12) an-
geordnete Teil (11') der Druckkammer (7) an der Nadelkarte (12) iber einen Ring (15) aus
elektrisch isolierendem Werkstoff angeordnet ist, und dass die Priifnadeln (3) der Nadel-
karte (12) durch den Ring (15) geflhrt sind.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Druckkammer (7) eine Einrichtung (17) zum Uberwachen des Druckes im Innenraum (9)
der Druckkammer (7) zugeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung ein Druck-
schalter oder ein Drucksensor (17) ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (17)
zum Uberwachen des Druckes im Innenraum (9) der Druckkammer (7) unmittelbar zuge-
ordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (17) zum Uberwachen des Druckes im Innenraum (9) der Druckkammer (7) mit
dem Innenraum (9) Uber eine Leitung verbunden ist.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (17) zum Uberwachen des Druckes im Innenraum (9) der Druckkammer (7) der
Druckgaszufliihrung (8) zugeordnet ist.

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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